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原子層堆積装置を用いて形成した窒化アルミニウム膜

や酸化アルミニウム膜は窒化物半導体デバイスの絶縁膜

用途として利用が期待されている[1, 2]。そこで、膜特性

の評価のため、シリコン基板上へ原子層堆積装置を用い

て窒化アルミニウム膜や酸化アルミニウム膜を形成し、分

光エリプソ測定を行った。 

１．概要（Summary） 

 

【利用した主な装置】 
２．実験（Experimental） 

原子層堆積装置 
 

【実験方法】 
原子層堆積装置を用いて窒化アルミニウム膜と酸化ア

ルミニウム膜をシリコン（100）基板表面へ成膜した。成膜

後、分光エリプソ測定を行い，各膜の屈折率を評価した。 
 

窒化アルミニウム膜はトリメチルアルミニウム（TMA）を

原料とし、アンモニアプラズマで窒化することで成膜した。

酸化アルミニウム膜は TMA を原料とし，水を酸化剤とし

て成膜した。作製した各膜の屈折率を分光エリプソ測定

で評価した（Fig. 1, 2）。今回形成した窒化アルミニウム膜

の屈折率は2.02（測定波長 632.8nm）であり、酸化アルミ

ニウム膜の屈折率は 1.68（測定波長 632.8nm）であった。

非晶質膜として妥当な値と考えられる。今後は膜の電気

的特性を評価するとともに、窒化物半導体への成膜を行

い、成膜条件の最適化を進めていきたいと考えている。 

３．結果と考察（Results and Discussion） 

 

 
Fig. 1 Refractive index of aluminum nitride film. 

 

Fig. 2 Refractive index of aluminum oxide film. 
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